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(57) Abstract: The invention concerns a
heterojunction bipolar transistor comprising
a support, and epitaxially grown from
said support, at least: one collecting,
respectively emitting, layer; at least one
base layer (B); and at least one emitting,

respectively collecting, layer. The
collecting, respectively emitting, layer
comprises: at least one first undercoat (C1)

contacted with said base layer, substantially

of similar composition as said emitting,

respectively collecting, layer; and at least

opposite said base layer relative to said first undercoat.

(57) Abrégé :
support, au moins :

one second undercoat (C2) on the side

L’invention concerne un transistor bipolaire & hétérojonction comprenant un support et, épitaxiées a partir de ce
une couche de collecteur, respectivement d'émetteur ;
couche d'émetteur, respectivement de collecteur ; La couche de collecteur, respectivement d'émetteur, comprend :

- au moins une couche de base (B) ; et au moins une
- au moins une

premiere sous-couche (C1) au contact de ladite couche de base, sensiblement de méme composition que ladite couche d'émetteur,
respectivement de collecteur ; et au moins une deuxie¢me sous-couche (C2) du c6té opposé a ladite couche de base par rapport a

ladite premiere sous-couche.



